
Двумерные полупроводниковые 
системы

1. Виды двумерных полупроводниковых 
систем.

2. Самосогласованный потенциал.
3. Емкость двумерной системы.
4. Экранирование в двумерной системе.
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Условие наблюдения квантования
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Инверсионные слои
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Гетероструктуры



Самосогласованный потенциал
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Вариационный метод
Пробная волновая функция
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Приближение Фэнга-Ховарда
Функция Фэнга-Ховарда

Поскольку n2D >1, минимизировать надо полную энергию 2D системы



Энергия подзоны



Емкость двумерной системы
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При большой толщине диэлектрика d
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